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TRANSISTOR BIPOLAIRE A HETEROJONCTION A TRANSFERT
THERMIQUE AMELIORE

La présente invention concerne une struciure de transistor bipolaire &
structure verticale, notamment les transistors a hétéro-jonction, dans lequel
le transfert thermique est amélioré.

Les transistors bipolaires a hétéro-jonction ou transistors HBT pour
Heterojunction Bipolar Transistor, présentent un grand intérét dans les
applications hyperfréquences.

Ces transistors résultent d'une technologie verticale, qui consiste en
un empilement de couches semi-conductrices en forme de mesa, dans
lequel le courant s'écoule perpendiculairement au plan de surface du
substrat, a travers I'émetteur, la base ef le collecteur. Les densités de
courant que peuvent commander ces transistors sont trés fortes, par
exemple elles peuvent atteindre 2.10° A.cm™. Selon que les couches sont
réalisées a partir du méme matériau semi-conducteur ou non, on parie de
transistors bipolaires & homo-jonction ou a hétéro-jonctions. Dans ces
derniers, on exploite notamment les différences de gap entre les matériaux,
qui permettent d'améliorer les performances de puissance de ces transistors.

Ces transistors bipolaires en technologie verticale posent d'importants
problémes de dissipation thermique. En effet, le collecteur, qui est le siége
d'un champ électrique trés élevé, subit un fort échauffement. La chaleur qui
est dégagée est d'autant plus difficile a évacuer que la structure est verticale
et que les matériaux semi-conducteurs utilisés, généralement des matériaux
du groupe 1lI-V, sont de trés mauvais conducteurs thermiques.

Pour assurer le bon fonctionnement des transistors, et surtout obtenir
de bonnes performances en opérationnel, avec une amélioration significative
de la puissance disponible par unité de surface de semi-conducteur pour
une température de fonctionnement donnée, un dissipateur thermique est
généralement intégré en face active, pour évacuer la chaleur par la face
active.

Un tel dissipateur thermique est décrit dans le brevet EP0756322.
C'est un dissipateur thermique métallique, avec une partie aérienne en forme
de pont (pont a air), qui s'appuie notamment sur les mesas supérieures des
transistors. 1l est réalisé en métal épais, de I'ordre de 10 microns, dans un
métal bon conducteur thermique, typiquement en or ou en cuivre. Selon
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I'enseignement de ce brevet, ce dissipateur thermique est obtenu par
pulvérisation d'une fine couche de métal par dessus une couche de résine
préalablement déposée sur I'empilement. Cette fine couche de métal sert
ensuite d'électrode pour réaliser une croissance de ce métal, afin d'obtenir
une épaisseur déterminée. La résine est ensuite retirée par tout moyen
connu. On obtient une structure de transistor schématiquement représenté
en vue transversale sur la figure 1.

Cette figure correspond & une structure de composant semi-
conducteur qui comprend plusieurs transistors bipolaires en paralléle sur un
substrat s, ce qui est généralement le cas dans toutes les applications de
puissance. Deux transistors de cette structure sont représentés sur la figure.

Chaque transistor est réalisé a partir du substrat s dans un
empilement 1 de couches semi-conductrices en forme de mesas. Plus
particuliérement, I'empilement comprend dans l'exemple, en partant du
substrat s, un sous-collecteur sc enterré dans le substrat, une premiére mesa
qui constitue le collecteur C, une couche de base B, et une seconde mesa
qui est la mesa supérieure de I'empilement et qui constitue I'émetteur E.

De part et d'autre de la mesa de collecteur, sont realisées des
métallisations m; permettant la prise de contact au niveau du collecteur. De
part et d'autre de la mesa d'émetteur, sont réalisées des métallisations de
base mp. La mesa d'émetteur E est recouverte d'une métallisation me.
L'ensemble est protégé par une couche de passivation P.

Un pont métallique Pl recouvre la structure. Des jambes 5 du pont
reposent sur la couche de passivation au niveau des métallisations de base
et d'émetteur. La couche de passivation peut étre ouverte sur [a métallisation
d'émetteur, la mettant en contact électrique avec le pont .

La figure 1b montre une vue de dessus de cette structure, qui met en
évidence le bus de base bB et le bus de collecteur bC qui permettent de
prendre latéralement les contacts au niveau des bases et des collecteurs des
transistors en paralléle. Les points cE1 et cEa représentent des contacts
électriques pris sur les émetteurs des fransistors.

Le dissipateur thermique PI ainsi formé peut éire connecté avec un
plan de masse disposé en face arriére du substrat par un trou de
métallisation réalisé dans une région ne recouvrant pas les fransistors (non
représenté).
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Le métal utilisé pour faire ce drain thermique est de I'or ou du cuivre,
ou tout autre métal ayant de bonnes propriétés thermiques (faible résistance
thermique). On se reportera utilement au brevet précité pour les détails de
réalisation.

Dans cette structure le transfert thermique depuis la source de
chaleur, située dans le collecteur a la jonction collecteur base, s'effectue
essentiellement a travers le substrat, vers la face arriére du composant et via
la base B et I'émetteur E, et leurs métallisations, vers le dissipateur
thermique PL.

Dans l'invention, on a cherché a améliorer cette structure sur le plan
du rendement thermique.

Dans linvention, on a cherché une structure de composant semi-
conducteur avec dissipateur thermique intégré par laquelle les performances
hyperfréquence du composant sont améliorées.

Dans linvention, on a cherché un chemin le plus court et le plus
efficace possible en terme de résistance thermique entre la source de
chaleur, située au coeur de chaque transistor et le dissipateur thermique.

Une idée a la base de linvention, est l'utilisation d'une couche de
matériau isolant électrique et bon conducteur thermique, pour recouvrir la
forme de I'empilement, en sorte que le transfert de chaleur puisse s'effectuer
latéralement via les flancs du collecteur, siége de la source de chaleur, vers
cette couche de matériau, le dissipateur thermique étant disposé sur cette
couche.

Grace a cette structure, la chaleur émise par la source de chaleur au
cceur du transistor peut diffuser latéralement vers cette couche de matériau,
par les flancs de la mesa de collecteur, la couche agissant comme un drain
thermique vers le dissipateur.

Ainsi, telle que revendiquée, linvention concerne un composant
électronique a dissipateur thermique, comprenant en face active d'un
substrat, un ou plusieurs transistors bipolaires, chaque transistor étant
réalisé dans un empilement de couches semi-conductrices en forme de
mesas, avec au moins une mesa de collecteur. Selon l'invention, une
couche de drain thermique dans un matériau isolant électrique et
thermiquement conducteur recouvre la forme de I'empilement, favorisant un
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transfert thermique via les flancs de la mesa de collecteur vers la couche de
drain thermique.

En outre, la structure de l'ensemble, composant et dissipateur
thermique intégré est mécaniquement rigidifiée. Elle se préte alors de fagon
avantageuse & un report a 'envers sur une plaque tel que qu'une plaque en
diamant polycristallin ou en AIN, améliorant les performances thermiques de
ce composant.

De préférence, la couche de matériau isolant électrique et
thermiquement conducteur est une couche de diamant, polycristallin et/ou de
type DLC.

En outre, en prévoyant une épaisseur de couche suffisante, de l'ordre
de un & quelques microns, cette couche de matériau, qui est un diélectrique,
permet avantageusement d'augmenter la valeur des capacités qui
déterminent les performances hyperfréquence des transistors HBT,
typiquement les capacités parasites base-émetteur, dans le cas d'une
structure de transistor & émetteur en haut, ou capacité parasite collecteur-
base dans le cas d'une structure de transistor bipolaire & collecteur en haut.

Selon un autre aspect de linvention, pour un transistor bipolaire a
hétéro jonction & émetteur en haut, la mesa de collecteur est gravée. De
cette fagon la couche de matériau sur les flancs de cette mesa sont au plus
prés de la source méme de la chaleur, améliorant I'efficacité du dispositif de
transfert thermique.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le dissipateur thermique
comprend de préférence une forme de pont en métal reposant sur les mesas
supérieures. Dans une variante, il est en contact élecirique avec la
métallisation des mesas supérieures d'émetteur ou de collecteur.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaitront plus
clairement a la lecture de la description qui suit, faite & titre indicatif et non
limitatif de l'invention et en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- les figures 1a et 1b déja décrites représentent une structure de
composant a transistor bipolaire a structure verticale, avec un
dissipateur thermique intégré selon I'état de la technique;
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- les figures 2a et 2b représentent en coupe fransversale des
variantes de réalisation d’'une structure de composant a
transistors bipolaires @ émetteur en haut, selon l'invention ;

- les figures 3a et 3b représentent en coupe transversale des
variantes de réalisation d'une structure de composant a
transistor bipolaire du type a collecteur en haut selon
l'invention.

La figure 2a comprend, en plus de tous les éléments représentés sur
la figure 1a, et qui portent les mémes références, une couche 100 d'un
matériau électriquement isolant ayant une bonne conductivité thermique, au
moins supérieure & 100 W/°C.m (watts par degré celsius.métre), qui recouvre
la forme de I'empilement.

On peut aussi choisir comme matériau électriquement isolant ayant
une bonne conductivité thermique, un matériau parmi AN, Al.Oxs, SiC, ou un
composé AlyGas.xN.

De préférence, il s'agit d'une couche de diamant 100. Cette couche de
diamant est un matériau qui a une excellente conductivité thermique,
supérieure & 100 W/°C.m. Une couche de diamant de type " DLC" , selon
['acronyme anglo-saxon pour "Diamant like Carbon" offre aussi de bonnes
performances. On a ainsi pu obtenir des conductivitts de l'ordre de
300 W/°C.m avec du DLC.

Cette couche 100 est obtenue par exemple par des techniques de
dépot sous vide, a faible température, typiquement inférieures a 300°C. Elle
peut étre déposée par dessus I'empilement 1 en forme de mesas. Cette
couche 100 épouse les formes complexes de la structure.

Cette couche 100 peut ensuite &tre gravée localement, pour permetire
des reprises de contact. Dans I'exemple représenté, la couche 100 et la
couche de passivation P sont gravées pour dégager la métallisation
d'émetteur m,, permettant le contact électrique entre le pont métallique Pl et
I'émetteur E.

Comme représenté sur la figure 2a, cette couche 100 qui enveloppe
I'empilement permet de fournir des chemins latéraux de diffusion thermique,
depuis la source de chaleur Sy située au cceur du transistor, dans le
collecteur, a la jonction base-collecteur, vers la couche 100. Notamment, la
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chaleur va diffuser via les flancs 2,, 2, de la mesa de collecteur. Ce chemin
de diffusion améliore I'efficacité du transfert thermique, puisqu'il traverse
seulement le matériau de la mesa de collecteur, latéralement et
verticalement, pour se retrouver dans le matériau de la couche 100 qui a une
résistance thermique trés faible.

La figure 3a représente une structure similaire selon linvention,
appliquée a un transistor bipolaire a collecteur en haut. On retrouve les voies
de diffusion latérales via les flancs 24, 2, de la mesa collecteur.

L'épaisseur de la couche 100 est fonction de la hauteur de
I'empilement 1 a recouvrir.

Si le matériau de la couche 100 est du diamant polycristallin,
I'épaisseur de cette couche peut étre inférieure @ 1 micron. Une telle
épaisseur est suffisante sur le plan de ses propriétés thermique compte tenu
de la trés bonne conductivité thermique de ce matériau, et permet de ne pas
étre pénalisé par la vitesse de dépodt de ce matériau qui, & des températures
inférieures a 300°C, a linconvénient d'étre trés lente, de l'ordre de 0,1
micrométre/heure. Si on veut bénéficier d'une couche de diamant qui offre
une bonne planéité, notamment pour étre utilisée comme couche de
passivation, on peut alors prévoir de déposer par dessus le diamant
polycristallin du diamant de type DLC qui ne va pas présenter cet
inconvénient, pour compléter I'épaisseur a 1 microns ou quelques microns.
Dans cette variante, la couche 100 est alors une couche mixte diamant
polycristallin/diamant DLC.

Si le matériau de la couche 100 est du diamant de type DLC, son
épaisseur est de l'ordre de 1 a quelques microns.

Selon linvention, cette épaisseur est aussi déterminée de maniére a
avoir une capacité parasite entre la métallisation de base et la métallisation
de la mesa supérieure la plus réduite possible. Dans I'exemple d'un transistor
bipolaire & émetteur en haut comme représenté sur les figures 2a et 2b, c'est
la capacité parasite base-émetteur Cppe). Cette capacité parasite a une
valeur inversement proportionnelle a I'épaisseur de diélectrique e1 entre la
métallisation de base et d'émetteur. Plus e1 est élevée, plus faible est la
capacité parasite, et meilleur est le comportement hyperfréquence du
transistor. Par rapport & la structure de I'état de la technique représentée a la
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figure 1a, la capacité parasite est réduite en premiére approximation, dans
un rapport voisin du rapport entre I'épaisseur e1 de la partie de la couche
100 entre la base et la mesa supérieure et I'épaisseur de la couche de
passivation P.

Ceci s'applique aussi bien a la capacité parasite base-collecteur dans
le transistor bipolaire a collecteur en haut représenté sur les figures 3a et 3b.

Selon linvention, I'épaisseur de la couche 100 est de l'ordre de 1 a
quelques microns. Par exemple, elle est de I'ordre de trois microns.

Sur la figure 2a, on a représenté deux variantes de réalisation possible
de l'invention. A gauche, c'est la réalisation décrite ci-dessus. A droite, un
perfectionnement est représenté. Bien entendu, en pratique, le composant
est réalisé soit en son entier selon la variante représentée sur la partie
gauche de la figure soit en son entier selon I'option de droite.

Ce perfectionnement représenté sur la partie droite consiste a graver
les flancs 24, 2» de la mesa de collecteur, de maniére & l'amincir : on
rapproche ainsi la couche 100 de la source de chaleur, ce qui rend la
structure plus performante, avec un chemin thermique latéral le plus court
possible jusqu'au matériau de la couche 100.

Dans le cas d'une structure selon l'invention ol la mesa supérieure est
la mesa de collecteur, comme représenté sur la figure 3a, la mesa
supérieure ayant déja des dimensions optimales, définies par la technologie
considérée, le chemin thermique latéral via les flancs du collecteur est
optimal.

Sur les figures 2a et 3a, 'empilement en forme de mesa est d'abord
passivé : une fine couche de passivation P est déposée sur la face active du
substrat et I'empilement.

Dans une variante représentée sur les figures 2b et 3b, la couche 100
assure la passivation de la structure, supprimant la couche de passivation P
spécifique. Le procédé de fabrication est simplifié.

De préférence, et comme représenté sur les figures 2a, 2b, 3a, 3b, on
prévoit une couche d'accrochage 3, de la couche 100 sur la surface active
de l'empilement (figures 2b, 3b) ou le cas échéant, sur la couche de
passivation P (figures 2a, 3a) . Pour une couche 100 en diamant, cette
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couche d'accrochage sera typiquement réalisée dans un matériau choisi
parmi W, Mo, WC, SiC, composés IlI-N, SiN permettant la formation d'un
alliage avec le carbone.

Un procédé de fabrication d'une structure de dispositif semi-
conducteur selon l'invention utilise un dép6t basse température de la couche
de matériau 100, par exemple un dép6t CVD, ou tout autre procédé connu.
La température de dépbt est typiquement inférieure a 300°C, ce qui est
compatible avec la plupart des matériaux semi-conducteurs, notamment les
matériaux llI-V, ainsi qu'avec les contacts Shottky et les contacts ohmiques.

L'étape de dépét de cetie couche est réalisée aprés formation de
I'empilement de couches semi-conductrices en forme de mesas. La couche
100 ainsi déposée recouvre la surface de I'empilement et les flancs des
mesas.

Cetle étape de dépodt est de préférence déposée apres la réalisation
des métallisations d'émetteur me, de collecteur m et de base m, et recouvre
ces métallisations.

La couche 100 est de préférence utilisée comme couche de
passivation de la face active, comme représenté sur les figures 2b et 3b. La
structure ne comporte alors pas de couche de passivation P spécifique.

Selon un mode de réalisation de I'invention pour un transistor bipolaire
a émetteur en haut, selon lequel les flancs 2, 2, de la mesa de collecteur
sont gravés, comme représenté sur la partie droite de la figure 2a, le procédé
de fabrication comprend les étapes suivantes :

-réalisation d'un empilement de couches semi-conductrices en forme
de mesas, avec une mesa de collecteur, une couche de base sur la mesa
de collecteur, et une mesa supérieure d'émetteur ;

- -gravure des flancs de la mesa de collecteur sous la base.

La gravure des flancs de la mesa de collecteur est réalisée par tout
procédé connu, par gravure chimique par exemple. Dans I'exemple cette
gravure va jusqu'a la surface 7 de jonction collecteur/sous-collecteur, (ou
émetteur/sous émetteur), mais elle peut s'arréter plus t6t, dés que l'on a
atteint la zone de la source de chaleur Sth.

Les dimensions de la mesa de collecteur sont alors réduites.
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Dans une variante de réalisation, on prévoit de réaliser les
métallisations de base aprés gravure des flancs du collecteur, mais avant le
dép6t de la couche 100.

De préférence, on prévoit une premiére étape de dépét de la couche
100, aprés l'étape de gravure des flancs de collecteur, pour rigidifier la
structure; puis la réalisation de ces métallisations.

Une deuxiéme étape de dépdt de la couche 100 est alors réalisée,
pour obtenir I'épaisseur de couche déterminée.

Ainsi, le procédé de fabrication d'un dispositif semi-conducteur est peu
perturbé par les étapes supplémentaires prévues pour metire en osuvre
linvention. Ces étapes s'intégrent en fin de processus, et peuvent remplacer
certaines étapes, notamment, dans le cas ol la couche 100 sert aussi de
passivation.

Le dispositif semi-conducteur selon linvention intégre un dissipateur
thermique 4 en face active, disposé sur la couche 100.

La couche épaisse 100 agit ainsi comme un drain thermique, drainant
la chaleur vers le dissipateur, avec une grande surface d'échange de
chaleur, puisque qu'il repose sur la couche 100. Une couche d'accrochage 3p
peut-&tre prévue entre la couche 100 et le dissipateur thermique 4. On a vu
que pour une couche 100 en diamant, cette couche d'accrochage est
réalisée dans un matériau choisi parmi W, Mo, WC, SiC, composés [lI-N,
SiN, qui permet de réaliser un alliage avec le carbone.

Dans un mode de réalisation préféré, et comme représenté sur les
figures 2a, 2b, 3a, 3c, ce dissipateur thermique 4 est formé d'une couche
épaisse d'un métal bon conducteur thermique, tel que l'or ou le cuivre. Il est
typiquement obtenu par électrolyse, avec un dépbt par pulvérisation d'une
couche fine 4a de ce métal qui sert ensuite d'électrode pour obtenir la
couche 4b par croissance électrolytique (figure 2a, 2b). Au final, la couche de
métal 4 (4a+4b) a I'épaisseur requise, de l'ordre de 10 microns.

Dans un mode de réalisation, cette couche a une forme de pont, avec
des jambes 5 reposant sur les mesas supérieures, favorisant le transfert
thermique a cet endroit depuis la mesa supérieure vers le dissipateur
thermique. On peut prévoir des ouvertures dans la couche de passivation P
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et/ou la couche 100 pour dégager les métallisations de la mesa supérieure,
pour mettre électriquement en contact la couche métallique 4 formant pont et
ces métallisations. Cette variante est représentée sur la figure 2a, pour la
métallisation d'émetteur m, du transistor bipolaire 8 émetteur en haut. Elle
s'applique aussi bien a la métallisation de collecteur m; d'un transistor
bipolaire a collecteur en haut (non représenté). En plus du contact thermique,
on a alors un contact élecirique. La couche 4 forme alors le bus d'émetteur,
dans le cas d'un transistor & émetteur en haut, ou le bus de collecteur, dans
le cas d'un fransistor a collecteur en haut.

Dans cette structure, le pont n'est pas aérien : il repose sur la couche
100, offrant une grande surface d'échange de chaleur, et une grande rigidité
mécanique.

La structure rigidifié¢e mécaniquement est favorable au brasage a
l'envers du composant (montage flip-chip) sur une plaque 6 en matériau bon
conducteur thermique, tel que AIN, de cuivre, ou de préférence, en diamant
polycristallin, pour son excellente conductivité thermique.

Le dissipateur thermique a alors une structure composite, formée du
pont métallique Pl et de la plaque. Le rendement thermique de la dissipation
est trés amélioré. Le procédé est aussi simplifié car la couche de métal 4 du
dissipateur thermique n'a plus besoin d'étre aussi épaisse (de l'ordre de 10
microns). On peut alors procéder & un dép6t d'une couche mince de métal,
sans utiliser de procédé de croissance électrolytique.

La plaque 6 en matériau bon conducteur thermique peut se présenter
sous forme de blocs, chaque bloc étant brasé individuellement sur un
transistor du composant semi-conducteur.

Un composant semi-conducteur selon [linvention voit ainsi ses
performances thermiques et hyperfréquences améliorées. Les étapes de
procédé relatives a l'invention s'intégrent facilement dans le processus. Elles
sont compatibles avec la plupart des matériaux semi-conducteurs, la
température de dépdt de la couche de diamant étant inférieure & 300°C.

La couche 100 qui enveloppe I'empilement, offre des voies de
transfert thermique latérales et par la face active particulierement efficaces.

On obtient ainsi un composant semi-conducteur avec de bonnes
performances thermiques, a2 moindre colt. Les performances
hyperfréquences sont aussi améliorées.
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L'invention s'applique tout particuliérement aux composanis a
transistors bipolaires a hétéro-jonction, tout particulierement utilisés dans les
applications de puissance, notamment dans les applications
hyperfréquences.
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REVENDICATIONS

. Composant électronique a dissipateur thermique (4),

comprenant en face active d'un substrat, un ou plusieurs
fransistors bipolaires, chaque transistor étant réalisé dans un
empilement de couches semi-conductrices en forme de mesas,
avec au moins une mesa de collecteur (C), caractérisé en ce
qu'il comprend une couche de drain thermique (100) dans un
matériau isolant électrique et thermiquement conducteur,
disposée enire le dissipateur thermique et la forme de
I'empilement qu'elle recouvre, favorisant un transfert thermique
via les flancs (2a, 2b) de la mesa de collecteur vers ladite
couche (100).

. Composant selon la revendication 1, caractérisé en ce que le

matériau de la dite couche de drain thermique (100) est choisi
parmi AN, Al,O3, SiC, AlxGaixN.

. Composant selon la revendication 1, caractérisé en ce que le

matériau de la dite couche de drain thermique (100) est une
couche de diamant.

. Composant selon la revendication 3, caractérisé en ce que

ladite couche de diamant comprend du diamant DLC.

. Composant selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce

que ladite couche de diamant comprend du diamant
polycristallin.

. Composant selon I'une quelconque des revendications 1 & 5,

comprenant une mesa supérieure d'émetteur, caractérisé en
ce que les flancs (2a, 2b) de la mesa du collecteur (C) sont
gravés.
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7. Composant selon l'une quelconque des revendications 1 a 6,
caractérisé en ce que ladite couche de drain thermique (100)
est une couche de passivation du composant.

8. Composant selon l'une quelconque des revendications 1 a 6,
caractérisé en ce qu'il comprend une couche de passivation
(P), ladite couche de drain thermique (100) étant déposée par
dessus.

9. Composant selon I'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une couche
d'accrochage (3a) entre ladite couche de drain thermique (100)
et la structure située dessous.

10.Composant selon I'une quelconque des revendications 1 a 9,
caractérisé en ce qu'il comprend une couche d'accrochage
(3b) entre ladite couche de drain thermique (100) et le
dissipateur thermique (4).

11.Composant selon la revendication 9 ou 10, en combinaison
ave l'une des revendication 2, 3 ou 4, caractérisé en ce que la
couche d'accrochage (3a, 3b) est réalisée dans un matériau
choisi parmi W, Mo, WC, SiC, composés llI-N, SiN.

12.Composant selon l'une quelconque des revendications 1 a 11,
caractérisé en ce que le dissipateur thermique comprend une
couche métallique (4).

13.Composant selon la revendication 12, la mesa supérieure (E)
de I'empilement étant revétue d'une métallisation (me),
caractérisé en ce que ladite couche métallique est en contact
électrique (5) avec ladite métallisation (m).
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14.Composant selon l'une quelconque des revendications 1 a 13,
caractérisé en ce que le dissipateur thermique comprend une
plaque (6) d'un matériau bon conducteur thermique.

15.Composant selon la revendication précédente, caractérise en
ce que ladite plaque est en diamant polycristallin.

16.Composant selon la revendication 14 ou 15, caractérisé en ce
que ladite plaque (6) est brasée sur la couche métallique (4).

17.Composant selon I'une quelconque des revendications
précédentes a transistors bipolaires a hétérojonction.

18.Procédé de fabrication d'un composant semi-conducteur a
dissipateur thermique (4), comprenant un ou plusieurs
transistors bipolaires, chaque transistor étant réalisé a partir
d'un substrat par un empilement de couches semi-conductrices
en forme de mesas, au moins une mesa de collecteur (C),
caractérisé en ce qu'il comprend une étape de dépbt d'une
couche de drain thermique (100) dans un matériau isolant
électrique et thermiquement conducteur sur la forme de
I'empilement qu'elle recouvre, le dissipateur thermique étant
disposé par-dessus la couche de drain thermique..

19.Procédé de fabrication selon la revendication 18, caraciérisé
en ce que ladite couche de drain thermique (100) est déposée
aprés la réalisation des métallisations d'émetteur (me), de
collecteur (m,) et de base (my) des transistors bipolaires.

20.Procédé de fabrication selon la revendication 19, caractérisé
en ce que la couche de drain thermique (100) est utilisée
comme couche de passivation du composant.

21.Procédé de fabrication selon la revendication 18, caractérisé
en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
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-réalisation a partir d'un substrat d'un empilement de
couches semi-conductrices en forme de mesas, avec une
mesa supérieure d'émetteur (E) reposant sur une couche de
base (B), et une mesa de collecteur dessous;

-gravure des flancs de la mesa de collecteur (C) sous la
base (B).

22.Procédé de fabrication selon la revendication précédente,
caractérisé en ce qu'elle comprend une premiére étape de
dépét de la couche de drain thermique (100) aprés gravure des
flancs de collecteur, pour rigidifier la structure.

23. Procédé de fabrication selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que I'étape de réalisation des métallisations
de base intervient aprés le dépot de la couche de drain
thermique (100).

24.Procédé selon la revendication 22 ou 23, caractérisé en ce
qu'il comprend une deuxiéme étape de dépot de la couche de
drain thermique (100).

25. Procédé selon l'une quelconque des revendications 18 a 24,
caractérisé en ce que le matériau de la dite couche de drain
thermique (100) est choisi parmi AN, Al,O3, SiC, AlxGa4.xN.

26.Procédé selon I'une quelconque des revendications 18 a 24,
caractérisé en ce que le matériau de la dite couche de drain
thermique (100) est une couche de diamant.

27.Procédé selon la revendication 26, caractérisé en ce que ladite
couche de diamant comprend du diamant DLC.

28.Procédé selon la revendication 26 ou 27, caractérisé en ce que
ladite couche de diamant comprend du diamant polycristatiin.
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